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Day 10 Exercise
2グループで課題を進める(グループA/Bを明記すること)
• Aグループはなるべく英文で書く

• 3-14 :
• 3-15 :
• 4-14 :
• 4-15 :

• Bグループは日本文で書いてもよい
• 3-14 :
• 3-15 :
• 4-14 :
• 4-15 :

2019/11/24 © Renji Mikami – Mikami Consulting / Meiji University 2019 2



MOS FET 
ゲート・ソース間電圧 VGS を変化させる
と ドレイン電流 IDが変化する。

N チャンネルタイプは、 VGSが高くなると
IDが増加する(エンハンスメント型)

P チャンネルタイプは、 VGSが高くなると
がID減少する(デプレッション型)

N型と P型を組み合わせた回路が
CMOS(Complementary MOS)
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図版引用:ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/MOSFET

トランジスタ 回路との比較
トランジスタでは、I B  ベース電流
(ベース・エミッタ電流)でIC コレクタ電
流(コレクタ-エミッタ)が変化する。こ
の比がhFE 直流電流増幅率



CMOS 回路
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理想動作では、上下のFETは片側はOFFだが、
実際は、双方がONとなり過渡的に電流が流れる
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FETの特性
完全な”直角”
ではなく角が
なまっている



課題文 1 p46 [STE-101-213]]
•ねらい：MOSFET の基本動作を読み取る

• Vは電圧、I は電流、下付け添字 D ドレイン, S ソース, G ゲート

• (2.51) １１ライン(２パラグラフ)

Execise1

Answer following questions simply (long if you like ). 

• 1-1 What stands for VDS and ID?

• 1-2 What is the (electric) relation between VDS and ID?
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課題文 1 
p39 

[STE-101-213]



課題文 2 p47 [STE-101-214]
•ねらい：MOSFET の特性を構造面から読み取る

•事前にネットで検索してMOSFETの基礎を調べておくこと

• 2.3.3 Dynamic Behavior もできたら読んでおく

• ターゲット文はMOS Structure Capacitors １６ライン

Exercise
Answer following questions simply (long if you like ). 

• 2-1 Why is the capacitance issue for MOS (FET) beside the (bipolar) 
transistor?   

• 2-2 What type of capacitances does MOS have?

• 2-3 Is capacitance between Gate and Source variable? 
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Figure 2.15
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Figure 2.23

課題文 2 p47 [STE-101-214]
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